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5.2.1 Verschiebung der Bandlücke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

5.2.2 Auswirkungen auf die Linienform . . . . . . . . . . . . . . . . 74

5.3 Band-Anticrossing-Parameter EN und CMN in GaAsN-Volumenmaterial 76

5.3.1 Verfahren zur Auswertung von PR-Spektren . . . . . . . . . . 76

5.3.2 Temperaturabhängigkeit von GaAsN spezifischen Materialpa-
rametern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

6 Messungen zur Bandstruktur von GaInNAs/GaAs-Quantenfilmen 91

6.1 Temperatureffekte in GaInNAs/GaAs-Heterostrukturen . . . . . . . . 92

6.1.1 Lokalisierung in GaInNAs/GaAs-Quantenfilmen . . . . . . . . 92
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